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(57) Abstract: The invention relates to a self-configuring component (1), by means of arcing, comprising an internal conductor (3), 
embodied such as to be separated on formation of an arc at a given point (4) when given current/voltage conditions are applied to 
connectors (6,7) on the component (1). A circuit element, for example a conductor (8) is arranged such that the arc generated at the 
given point (4) can effect the circuit element such that the electrical properties thereof are affected, for example, the conductor (8) 
is cut In a preferred embodiment of the component (1) as a security component, the internal conductor (3) is cut on formation of 
an arc, when a current through the conductor exceeds a maximum value for a corresponding maximum duration. In the preferred 
embodiment a resistance (9) which is bridged by the conductor (8) is connected in series with the conductor (3) cut at the given point 
(4) by arc formation. 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Ein dutch einen Lichtbogen sich selbst konfigurierendes Bauelement ( 1) weist einen intemen Leiterzug (3) 
auf t der so ausgebildet ist, dass er an einer vorgegebenen Stelle (4) unter Bildung eines Lichtbogens durchtrennt wird, sofem vorge- 
gebene Strom/Spannungsbedingungen an Anschltissen (6,7) des Bauelements (1) auftreten. Ein Schaltungselement, beispielsweise 
ein Leiterzug (8), ist so angeordnet, dass ein an der vorgegebenen Stelle (4) erzeugter Lichtbogen derart auf das Schaltungselement 
einwirken kann, dass dieses dabei seine elektrischen Eigenschaften andert, beispielsweise der Leiterzug (8) durchtrennt wird. Bei 
einer bevoizugten AusfUhrungsform des Bauelements (1) als Sicherungsbauelement wird der interne Leiterzug (3) unter Bildung 
eines Lichtbogens durchtrennt, sofem ein Strom durch den Leiterzug einen Hdchstwert fur eine zugehorige Hochstdauer uberschrei- 
tet. Bei der bevorzugten AusfUhrungsform ist ein durch den Leiterzug (8) uberbruckter Widerstand (9) zu dem an der vorgegebenen 
Stelle (4) unter Lichtbogenbildung durchtrennten Leiterzug (3) in Reihe geschalteL 
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Hit tela Lichtbogen selbst-konf igurierendes Bauelement 

Die Erfindung betrifft ein Bauelement mit einem internen 
5 Leiterzug, der so ausgebildet ist, daS er an einer vorgege- 
benen Stelle unter Bildung eines Lichtbogens durchtrennt 
wird, sofern vorgegebene Strom/Spannungsbedingungen an An- 
schlussen des Bauelements auftreten. 

Ein Bauelement der eingangs genannten Art ist beispiels- 

10 weise ein Schmelzsicherungsbauelement in der Ausfuhrung als 
Chipsicherung. Wenn der StromfluS durch die Chipsicherung 
fCir eine vorgegebene Dauer einen Maximalwert uberschreitet , 
kann es zu einem Abschalten der Sicherung, d.h. zu einem 
Durchtrennen eines Schmelzleiters kommen. Beginnend an der 

15 Trennstelle bildet sich in dem Sicherungsbauelement ein 

Lichtbogen aus, der einen f ortgesetzten StromfluS zwischen 
den Anschlussen der Chipsicherung trotz des durchtrennten 
Schmelzleiters ermoglicht, Der Lichtbogen und der dadurch 
fortgesetzte StromfluS sind unerwunscht. Insbesondere kajm 

20 es im KurzschluSfall bei sehr hohen, uber den Lichtbogen 
transportierten Strdraen zu unerwunschten Zerstdrungen des 
Sicherungsbauelements und der umgebenden Schaltung kommen. 
Deshalb ist zumindest eine Begrenzung des im KurzschluSfall 
beim Abschalten fiber den Lichtbogen flieSenden Stromes er- 

25 wunscht. Eine solche Strombegrenzung konnte beispielsweise 
durch einen in Reihe zu dem Sicherungsbauelement geschalte- 
ten Widerstand realisiert werden. Ein solcher Vorwiderstand 
wSre aber im normalen Betriebsfall bei intakter Sicherung 
st&rend, weil ein m6glichst geringer Widerstand des Siche- 

30 rungsbauelement erwQnscht ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Bauelement zu 
schaffen, mit dem ein Sicherungsbauelement herstellbar ist, 
bei dem ein verringerter StromfluS im Falle des Abschaltens 
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moglich ist, ohne die Betriebsparameter im normalen Betrieb 
(vor dem Abschalten) negativ zu beeinf lussen. 

Diese Aufgabe wird bei einem Bauelement der eingangs ge- 
nannten Art dadurch gelost, daS in dem Bauelement ein Schal - 

5 tungselement so angeordnet ist, daS ein an der vorgegebenen 
Stelle erzeugter Lichtbogen derart auf das Schal tungselement 
einwirken kann, daS das Schaltungselement dabei seine elek- 
trischen Eigenschaf ten andert. 

Kerngedanke der Erfindung ist es, die beim Abschalten 

0 durch den Lichtbogen freiwerdende Energie derart zu nutzen, 
da£ damit die elektrischen Eigenschaf ten eines Schaltungs- 
elements eines Bauelements in einer gewunschten Weise ge&n- 
dert werden, also das Bauelement umkonf iguriert wird. Im 
einfachsten Fall kann das Bauelement ein Zweipol mit zwei 

5 Anschlfissen sein, wobei die durch den Lichtbogen bewirkte 
Anderung der elektrischen Eigenschaf ten des Schal tungsele- 
ments zu einem geanderten Zweipolverhalten des Bauelements 
fuhrt. Bei einer (nachfolgend nicht naher erorterten) alter- 
nativen Ausfuhrungsf orm konnten der durch den Lichtbogen 

0 durchtrennte interne Leiterzug und das Schaltungselement, 
dessen elektrische Eigenschaf ten geandert werden, mit sepa- 
raten Anschlussen des Bauelements verbunden sein. 

Bei einer bevorzugten AusfGhrungsform ist das Bauelement 
ein Schichtbauelement, bei dem der Leiterzug und das Schal - 

5 tungselement aus strukturierten Schichten auf einem Substrat 
gebildet sind. Beispielsweise handelt es sich urn Dick- 
schicht-Leitschichten und -Widerstandsschichten. 

Das durch den Lichtbogen umkonf iguriert e Schaltungsele- 
ment kann beispielsweise ein beliebiger Zweipol sein. Bei 

0 einer Aus fuhrungs form andert dieser Zweipol beim Einwirken 
des Lichtbogens seinen elektrischen Widerstand; vorzugsweise 
wird der Widerstand erhoht . Bei einer anderen, bevorzugten 
Aus fCihrungs form , ist das Schaltungselement ein zweiter Lei- 
terzug, der beim Einwirken des Lichtbogens durchtrennt wird. 

5 Bei dieser Aus ftihrungs form wird sozusagen zunSchst der in- 
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terne Leiterzug unter Bildung des Lichtbogens durchtrennt 
und dann infolge dieses Lichtbogens der zweite Leiterzug 
ebenfalls durchtrennt. Um eine energetisch gilnstige Einwir- 
kung des Lichtbogens auf den zweiten Leiterzug zu ermogli- 

5 chen, kreuzt der zweite Leiterzug vorzugsweise den internen 
Leiterzug an der vorgegebenen Stelle, an der der interne 
Leiterzug unter Bildung des Lichtbogens durchtrennt wird. 

Eine bevorzugte Ausfilhrungsf orm des Bauelements ist da- 
durch gekennzeichnet , da& in dem Bauelement parallel zu dem 

0 zweiten Leiterzug, auf den der Lichtbogen einwirken kann, 
ein Widerstandselement geschaltet ist. Die so gebildete Par- 
allelschaltung hat vor der Einwirkung des Lichtbogens einen 
sehr geringen Wider stand und nach der Einwirkung des Licht- 
bogens den Widerstand des Widerstandselements allein. Vor- 

5 zugsweise ist diese Parallelschaltung aus Schaltungselement 
und Widerstandselement in Reihe zu dem internen Leiterzug, 
der unter Bildung des Lichtbogens durchtrennt wird, geschal- 
tet. Diese Reihenschaltung hat vor Ausbildung eines Lichtbo- 
gens einen sehr geringen Widerstand, n&mlich den der Reihen- 

0 schaltung des internen Leiterzugs und des zweiten Leiter- 
zugs. Unter vorgegebenen Strom/Spannungsbedingungen an den 
Anschlussen des Bauelements, beispielsweise dann, wenn ein 
hoher Strom flieSt, wird der interne Leiterzug unter Bildung 
des Lichtbogens durchtrennt . Dabei wird der zweite Leiterzug 

5 ebenfalls durchtrennt. Inf olgedessen wird das Widerstands- 
element in Reihe zu dem noch bestehenden Lichtbogen des in- 
ternen Leiterzugs geschaltet. Das Widerstandselement be- 
grenzt dann den StromfluE durch den Lichtbogen. 

Die letztgenannte Ausf uhrungsf orm wird vorzugsweise als 

0 Sicherungsbauelement verwendet, wobei der interne Leiterzug 
unter Bildung eines Lichtbogens durchtrennt wird, sofern ein 
Strom durch den Leiterzug einen Hochstwert fur eine zugeho- 
rige Hochstdauer uberschreitet . Eine "Abschaltung" (Durch- 
trennung) kann bei unter schiedlichen Str6men erf olgen, wobei 

5 bei hdheren Stromwerten eine geringere Stromf luSdauer bis 
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zura Abschalten erf orderlich ist. Ein solches Sicherungsbau- 
element hat den Vorzug, daS im Fall des Abschaltens mit ei- 
nem dabei entstehenden Lichtbogen ein Widerstand in den 
Strompfad geschaltet wird. Der Widerstand (d.h. das Wider- 
5 standselement) muS dabei unter Berucksichtigung der Verlust- 
leistung so ausgelegt sein, dafi der KurzschluSstrom auf ei- 
nen Bruchteil begrenzt wird, der eine wesentlich geringere 
Beanspruchung des Bauelements und der umgebenden Schaltung 
bewirkt . 

10 Bei einer bevorzugten Ausf Ghrungsf orm weist das zum 

zweiten Leiterzug parallel geschaltete Widerstandselement 
einen Widerstand zwischen 5fi und 20Q auf. Die Dimensionie- 
rung des Wider standselements, sowohl hinsichtlich des ohm- 
schen Wider stands als auch seiner maximalen Verlustleistung, 

15 hangt vom Einsatzfall des Sicherungsbauelements, insbeson- 
dere vom Abschaltstrom und der maximal anliegenden Spannung 
ab. 

Bei einer bevorzugten Ausf uhrungs form des Sicherungsbau- 
elements sind der interne und der zweite Leiterzug und das 
20 Widerstandselement aus strukturierten Schichten auf einem 
Substrat gebildet, wobei der interne Leiterzug ftber einem 
Abschnitt des zweiten Leiterzugs angeordnet \ind von diesem 
durch eine elektrisch isolierende Schicht getrennt ist. Bei- 
spielsweise kreuzt der interne Leiterzug den mit einer Iso- 
25 latorschicht iiberdeckten zweiten Leiterzug. 

Vorteilhafte und bevorzugte Weiterbildungen der Erfin- 
dung sind in den Unter anspruchen gekennzeichnet . 

Im folgenden wird die Erf indung anhand eines in der 
Zeichnung dargestellten bevorzugten Ausf tihrungsbeispiels n&- 
3 0 her beschrieben. In der Zeichnung zeigen: 

Figur 1A eine schematische Darstellung der wesentlichen 
Elemente des Layouts eines erf indungsgem&Sen Sicherungsbau- 
elements in normalen Betrieb; 

Figur IB ein Schaltbild des Sicherungsbauelements gemaS 
35 Figur 1A; 
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Figur 2A eine schematische Darstellung der wesentlichen 
Elemente des Layouts des Sicherungsbauelements gem&£ Figur 
1A nach der Ausbildung eines Lichtbogens beim Durchtrennen 
des Sicherungsbauelements; und 



gemaS Figur 2A nach Ausbildung des Lichtbogens . 

Figur 1A zeigt eine schematische Draufsicht auf die 
Oberseite eines Bauelements 1. Auf der Oberseite eines Sub- 
strats 2, beispielsweise eines A1 2 0 3 - Subs t rats oder eines 

10 anderen Keramiksubstrats, sind eine Reihe von Schichten 

(vorzugsweise in Dickschichttechnik) aufgebracht. Figur 1A 
stellt nur die fiir die Erfindung wesentlichen Schichten dar. 
Neben den dargestellten Schichten k6nnen eine Reihe weiterer 
Schichten unter, zwischen oder uber den dargestellten 

15 Schichten aufgebracht sein, beispielsweise Isolator-, Ab^ 

deck- , Schutzschichten und Schichten, die die Warmeableitung 
beeinf lussen. Auf dem Substrat 2 ist zunachst eine erste 
leitf&hige Schicht 5 aufgebracht und strukturiert , die neben 
den Anschlu&f l&chen 6 und 7 einen quer zur LStngsrichtung des 

20 Substrats 2 verlaufenden Leiterzug 8 umfafit. Der Leiterzug 8 
ist Teil einer U-f6rmigen Leiterzugschleife in der leitfahi- 
gen Schicht 5. Uber der leitfahigen Schicht 5 ist eine Wi- 
derstandsschicht 9 aufgebracht, die so strukturiert ist, dafi 
ein etwa rechteckiger Bereich der Widerstandsschicht die 

25 Schenkel der U-formigen Leiterzugschleife an deren oberen 
Enden verbindet* D.h., zwischen der leitfahigen Schicht 5 
und der Widerstandsschicht 9 ist ein elektrischer Kontakt 
hergestellt. Bei einem alternativen Ausfuhrvingsbeispiel 
konnte die Widerstandsschicht 9 auch unter der leitfahigen 

30 Schicht 5 angeordnet sein. Durch diese Anordnung der struk- 
turierten Widerstandsschicht 9 und der strukturierten Leit- 
schicht 5 entsteht eine Parallelschaltung zwischen einem Wi- 
derstand und einer U-formig ausgebildeten Leiterzugschleife, 
wobei ein AnschluS der Parallelschaltung direkt mit der Kon- 

35 taktfiache 6 verbunden ist. 
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Figur 2B ein Prinzipschaltbild des Sicherungsbauelements 
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Uber der leitfahigen Schicht 5 wird eine (in Figur la 
nicht dargestellte) elektrisch isolierende Schicht und auf 
dieser Isolatorschicht wenigstens eine weitere strukturierte 
Leitschicht 3 aufgebracht. Die weitere Leitschicht 3 ist so 

5 strukturiert , daS sie einen Leiterzugstreif en bildet, der an 
seinem einen Ende die Kontaktf l&che 7 uberlappt und an sei- 
nem anderen Ende den U-formigen Leiterzug Jiberlappt . In bei- 
den Uberlappungsbereichen ist ein Fenster in der zwischen 
der Leitschicht 5 und der wenigstens einen weiteren Leit- 

0 schicht 3 angeordneten Isolatorschicht ausgebildet, so daS 
an diesen Stellen Kontakte zwischen der Leitschicht 5 und 
der Leitschicht 3 hergestellt werden konnen. Der Kontakt der 
Leitschicht 3 zu der darunter angeordneten Leitschicht 5 im 
U-f6rmigen Leiterzugbereich befindet sich an demjenigen Ende 

5 der U-formigen Leiterzugschleif e, das den nicht mit der Kon- 
taktflache 6 verbundenen Knoten der Parallelschaltung von 
Widerstandsschicht 9 und u-formiger Leiterzugschleif e bil- 
det. Daruber hinaus kreuzt ein Abschnitt 4 der wenigstens 
einen weiteren Leitschicht 3 den Leiterzug 8, Der den Lei- 

0 terzug 8 kreuzende Abschnitt 4 der Leitschicht 3 ist durch 
die Isolatorschicht von dem Leiterzug 8 getrennt. Daruber 
hinaus ist der Abschnitt 4 der wenigstens einen Leitschicht 
3 als Schmelzleiterelement ausgebildet, beispielsweise (wie 
es in Figur 1A dargestellt ist) von geringerer Breite als 

5 der Rest des in der Leitschicht 3 gebildeten Leiterzugs. Der 
das Schmelzleiterelement bildende Abschnitt 4 in der wenig- 
stens einen Leitschicht 3 kann beispielsweise einen Silber 
enthaltenden Dickschichtleiter und zusatzlich eine darauf 
aufgebrachte Lotschicht enthalten. 

0 Figur IB zeigt ein Schaltbild der in Figur 1A schema- 

tisch dargestellten Anordnung. Die Kontaktf l&chen 6 und 7 
entsprechen den Anschlussen 16 bzw. 17. Die U-f6rmige Lei- 
terzugschleif e in der Leitschicht 5 entspricht der Kurz- 
schluSverbindung 18. Das in der Widerstandsschicht 9 ausge- 

5 bildete Widerstandselement entspricht dem Widerstand R 19. 
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Das in der wenigstens einen zweiten Leitschicht 3 im Ab- 
schnitt 4 ausgebildete Schmelzleiterelement entspricht dem 
Schmelzleiterelement 14 in Figur IB. 

Im normalen Betrieb, bei dem die das Bauelement 1 durch- 
5 fliefcenden Strome ausreichend gering sind, so daS das 

Schmelzleiterelement 14 intakt bleibt, fliefit der Strom im 
wesentlichen uber die KurzschluSverbindung 18 und das 
Schmelzleiterelement 14 zwischen den Anschlussen 16 und 17. 
Das Bauelement 1 hat einen geringen ohmschen Widerstand. 

10 Wenn der StromfluS durch das Bauelement 1 eine bestimmte 

Stromstarke fur eine vorgegebene Zeitdauer iiberschreitet , 
wird das Schmelzleiterelement 14 , d.h. der Abschnitt 4 in 
der Leitschicht 3, durchtrennt. Der Vorgang des Durchtren- 
nens (Abschaltens) h&ngt vom Aufbau des Schmelzleiterele- 

15 ments ab. Wenn beispielsweise eine Silberpartikel enthal- 
tende Leitschicht 3 an einer vorgegebenen Stelle von einer 
Lotschicht (die Zinn und Blei enth&lt) uberdeckt ist und 
wenn das Fliefeen des Stromes ein Aufheizen des Bauelements 
bewirkt, so wird die Leitschicht aufgrund eines komplexen 

20 Vorgangs durchtrennt, der mit dem Schmelzen des Lotmetalls, 
dem Eindif fundieren des Metalls in die Silberschicht , der 
Erhdhung des spezifischen Widerstands der Leitschicht, der 
lokalen Aufheizung und dem Verdampfen des Leitschicht ein- 
hergeht. In anderen Fallen, bei denen das Schmelzleiterele- 

25 ment lediglich eine Leitschicht enthalt, wird der Vorgang 
des Durchtrennens vorrangig vom Verdampfen des Leitschicht - 
materials infolge lokaler Erhitzung bestimmt. In jedem Fall 
kommt es zu einer lokalen Durchtrennung der Leitschicht 3 im 
Abschnitt 4, wobei sich an der Trennstelle ein Lichtbogen 

30 ausbildet, mit dessen Hilfe ein f ortgesetzter Stromflufc bei 
durchtrennter Leitbahn ermoglicht wird. Der Lichtbogen be- 
wirkt ein weiteres Verdampfen der an den beiden Enden des 
Lichtbogens befindlichen Leitschichtbereiche der Schicht 3, 
wobei sich die verbleibenden Enden der Leitschicht, zwischen 
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denen der Lichtbogen ausgebildet ist, weiter voneinander 
entfernen, wobei sich der Lichtbogen verl&ngert. 

In den Figuren 2A und 2B ist schematisch das in Pigur 1A 
gezeigte Sicherungsbauelement 1 bzw. die in Figur IB darge- 
5 stellte Schaltung fur den Fall dargestellt, da£ sich ein 
Lichtbogen 10 im Bereich des durchtrennten Abschnitts 4 der 
Leitschicht ausgebildet hat. Wahrend der Lichtbogen 10 das 
Material des Abschnitts 4 verdampft, ftthrt die Energie des 
Lichtbogens gleichzeitig zu einem Verdampfen des Materials 

10 der darunterliegenden Isolatorschicht und eines Teils des 
unter der Isolatorschicht liegenden Materials der Leit- 
schicht 5 im Leiterzug 8. Durch Einwirken des Lichtbogens 10 
wird der Leiterzug 8 schlieSlich durchtrennt. Die Dicke der 
Isolatorschicht zwischen Leitschicht 3 und Leitschicht 5 im 

15 Bereich des Leiterzugs 8 mufc dabei so gew&hlt werden, daS 
sie einerseits eine ausreichende elektrische Isolation zur 
Verfugung stellt, andererseits m6glichst dunn ist, um ein 
Einwirken eines mdglichst hohen Anteils der 

Lichtbogenenergie auf die Leitschicht 5 des Leiterzugs 8 zu 
20 ermdglichen. AuSerdem mufi die Kombination aus Leitschicht 5 
(im Leiterzugbereich 8) und Isolatorschicht so ausgebildet 
sein, daS ein Zunden eines Lichtbogens zwischen dem mit dem 
Anschlufc 6 verbundenen Abschnitt des unterbrochenen 
Leiterzugs 8 und dem mit dem AnschluS 7 verbundenen 

5 Abschnitt der Leitschicht 3 vermieden wird. Dies kann durch 
eine geeignete Layoutgestaltung und Isolatorschichtdicke 
erreicht werden. 

Figur 2B zeigt das Schaltbild, das sich ergibt, wenn der 
Lichtbogen 10 gezCindet ist und der Leiterzug 8 bereits 

0 durchtrennt ist. Die zum Widerstand 19 parallel geschaltete 
KurzschluSverbindung 18 ist durchtrennt, so daS zwischen den 
Anschlussen 16 und 17 der Widerstand R19 in Reihe zu dem 
Lichtbogen 10 geschaltet ist. Der Widerstand R begrenzt so- 
mit den uber dem Lichtbogen 10 flieSenden Strom. Die Dimen- 

5 sionierung des Widerstands 19, sowohl hinsichtlich des sich 



# 

WO 2004/034416 



PCT/EP2003/009458 



9 

ergebenden ohmschen Widerstands R als auch hinsichtlich der 
Stromaufnahmefahigkeit (maximale Verlustleistung) hangt von 
mehreren Faktoren ab, die von der zwischen den Kontakten 16 
und 17 maximal anliegenden Spannung und dem gewunschten Ma- 
5 ximalstrom (Kurzschlufistrom) abhangen. Bei einer Ausfuh- 
rungsform konnte R einen Widerstand zwischen 5 CI und 20 CI, 
beispielsweise 10 CI, haben. 

Im Rahmen des Erf indungsgedankens sind zahlreiche alter- 
native Ausfuhrungsformen denkbar. 

10 Bei der Verwendung des Bauelements als Sicherungsbauele- 

ment k6nnte (bei an sich gleichem Schaltbild) das in Figur 
1A dargestellte Layout erheblich abgewandelt werden. Auch 
die Reihenfolge der Schichtaufbringung k6nnte* geSndert sein. 
Beispielsweise k6nnte der Leiterzug 8 parallel zu dem Ab- 

15 schnitt 4 des Leiterzugs 3 angeordnet sein oder bei einem U- 
fdrmigen Verlauf des Leiterzugs 8 den Abschnitt 4 zweimal 
kreuzen. Bei einer alternativen Ausfuhrungsf orm k6nnte die 
Energie des Lichtbogens auch genutzt werden, urn eine auf dem 
Substrat 2 aufgebrachte Schicht zu modif izieren, ohne sie zu 

20 verdampfen. Beispielsweise konnte die Einwirkung des Licht- 
bogens eine Erhdhung des Schichtwiderstands bewirken, bei- 
spielsweise durch Legierungsef fekte. 
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Patentanspruche 



1. Bauelement (1) mit einem internen Leiterzug (3), der 
so ausgebildet ist, dafc er an einer vorgegebenen Stelle (4) 
5 unter Bildung eines Lichtbogens (10) durchtrennt wird, so- 
fern vorgegebene Strom/Spannungsbedingungen an Anschlussen 
(6,7) des Bauelements (1) auftreten, 

dadurch gekennzeichnet , 

da£ in dem Bauelement (1) ein Schaltungselement (8) so 
10 angeordnet ist, daS ein an der vorgegebenen Stelle (4) er- 
zeugter Lichtbogen (10) derart auf das Schaltungselement (8) 
einwirken kann, daS das Schaltungselement (8) dabei seine 
elektrischen Eigenschaf ten andert . 

15 2. Bauelement nach Anspruch 1 # dadurch gekennzeichnet , 

dafi das Bauelement (1) ein Schicht bauelement ist, wobei der 
Leiterzug (3) und das Schaltungselement (8) aus strukturier- 
ten Schichten auf einem Substrat (2) gebildet sind. 

20 3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 

zeichnet, daS das Bauelement (1) zwei Anschliisse (6,7) auf- 
weist und daS der interne Leiterzug (3) und das Schaltungs- 
element (8) zwischen den beiden Anschliissen (6,7) eingekop- 
pelt sind. 



4. Bauelement nach einem der Anspruche 1-3, dadurch 
gekennzeichnet, daS das Schaltungselement ein Zweipol ist, 
der beim Einwirken des Lichtbogens seinen elektrischen Wi- 
der stand andert . 



5 . Bauelement nach einem der Anspruche 1 - 3 , dadurch 
gekennzeichnet, dafc das Schaltungselement ein zweiter Lei- 
terzug (8) ist, der beim Einwirken des Lichtbogens (10) 
durchtrennt wird. 



25 
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6. Bauelement nach Anspruch 5; dadurch gekennzeichnet , 
daS der zweite Leiterzug (8) den internen Leiterzug (3) an 
der vorgegebenen Stelle (4) kreuzt . 



7 . Bauelement nach Anspruch 5 oder 6 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daS in dem Bauelement (1) parallel zu dem zweiten 
Leiterzug (8), auf den der Lichtbogen (10) einwirken kann, 
ein Widerstandselement (9) geschaltet ist. 



dafi der interne Leiterzug (3), der unter Bildung eines 
Lichtbogens (10) durchtrennt wird, in Reihe zu der Parallel - 
schaltung aus Schaltungselement (8) und Widerstandselement 
15 (9) geschaltet ist. 

9. Bauelement nach Anspruch 8 zur Verwendung als Siche- 
rungsbauelement, dadurch gekennzeichnet, daS der interne 
Leiterzug (3) unter Bildung eines Lichtbogens (10) durch-, 

20 trennt wird, sofern ein Strom durch den Leiterzug einen 
Hochstwert ftir eine zugehdrige Hochstdauer uberschreitet . 

10. Sicherungsbauelement nach Anspiruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, da& das zum zweiten Leiterzug parallel ge- 

25 schaltete Widerstandselement (9) einen Widerstand zwischen 
5 Q und 20 Q aufweist. 

11. Sicherungsbauelement nach Anspruch 9 oder 10, da- 
durch gekennzeichnet, daS der interne Leiterzug (3) einen 

30 Schmelzleiter umf a£t . 

12 . Sicherungsbauelement nach einem der Anspruche 9 - 
11, dadurch gekennzeichnet, daS der interne (3) und der 
zweite (8) Leiterzug und das Widerstandselement (9) aus 

3 5 strukturierten Schichten auf einem Substrat (2) gebildet 



5 



10 



8. Bauelement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
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sind, wobei der interne Leiterzug (3) olber einem Abschnitt 
des zweiten Leiterzugs (8) angeordnet und von diesem durch 
eine elektrisch isolierende Schicht getrennt ist. 



w 



TIONAL SEARCH REPORT 



# 



IntematlofSRlppllcation No 

PCT/EP 03/09458 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 H01H85/46 



According lo International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 H01H 



Documentation searched other than minimum documentation to (he extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and. where practical, search terms used) 

EPO-Internal 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category • Citation of document, with indication, where appropriate, of (he relevant passages 



Relevant to claim No. 



DE 199 57 423 A (UST UMWELTSENSORTECHNIK 
GMBH) 9 November 2000 (2000-11-09) 
the whole document 

DE 197 35 552 A (DAIMLER BENZ AG) 
18 February 1999 (1999-02-18) 
claims 16-18 

US 5 148 141 A (SUURONEN DAVID E) 
15 September 1992 (1992-09-15) 
abstract 

column 3, paragraph 1 



1-3,5 



□ 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



ID 



Patent famPy members are fisted in annex. 



• Special categories of died documents : 

*A* document defining the general state ot the art which is not 

considered to be of particular relevance 
a E a earlier document but published on or after the international 

rfl'rtg date 

"L" document which may throw doubts on priority daim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

*0* document referring to an oral disclosure, use. exhibition or 



•P* document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



•T later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

'X' document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document Is taken alone 

"Y" document of particular relevance: the claimed Invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person ska lied 
In the art 

*&* document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 



16 December 2003 



Date of mailing of the international search report 



29/12/2003 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office. P.B. 5618 Patent laan 2 
NL - 2280 HV Rijswqk 
TeL (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (♦31-70)340-3016 



Authorized officer 



Socher, G 



Form PCT/lSA/210 (second shoe!) (July 1992) 



ITE^AI 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 




IntematloflinkppllcaUon No 

PCT/EP 03/09458 



Patent document 
died In search report 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



DE 19957423 



09-11-2000 DE 



19957423 Al 



DE 19735552 



18-02-1999 



DE 19735552 Al 

W0 9909575 A2 

EP 1004131 A2 

JP 2001516126 T 



09-11-2000 

18-02-1999 
25-02-1999 
31-05-2000 
25-09-2001 



US 5148141 


A 


15-09-1992 DE 


4200072 Al 


09-07-1992 






FR 


2671428 Al 


10-07-1992 






6B 


2252684 A ,B 


12-08-1992 






JP 


5047293 A 


26-02-1993 



Fom. PCTflSA/210 (patent family annex) (Juty 1992) 



